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 本手法により 3d 元素等を効率よくゲッタリングする「ゲッタリング・マテリアル」の探索、設計を行った結果、B、
C、N、O などの軽元素を co-doping することにより、安定なゲッタリングマテリアルを形成することを明らかにし、
半導体プロセスにおける効果的なゲッタリングマテリアルの形成に成功した。以上より第一原理計算によるゲッタリ
ング・マテリアル・デザインの開発という新たな技術開発に寄与した。 
















さらには、超高速で拡散する Cu、Ni、Co などの 3d 遷移金属不純物を効率よくゲッタリングする「ゲッタリング・
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